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Repaso

Semiconductor en equilibrio térmico y caso intrinseco
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Repaso

Semiconductor extrinseco

Dopamos al semiconductor con una baja concentracion de impurezas donoras o aceptoras.
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Repaso

Semiconductor extrinseco

Dopamos al semiconductor con una baja concentracion de impurezas donoras o0 aceptoras. Cond. de no-deg. para
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Semiconductor extrinseco
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Semiconductor extrinseco

[ _ 2 — pBlu—u)y.

NePy = N, n 1 1 1 ne=e n An _

| { C} = +=(An) + = [(An)? + 4n?]?; ’ o " — — = 2sinh(B(k — 1))
Ne— Py = An Pv 2 2 D, = € B(u “l)nl- n;

‘eq — U > kgT n 1 1 1
. _’{ C}=iz(Nd—NaHz[(Nd—Na)z+4n?]2 e

A

fw—e, » kgT Py Ng > N
4 n; » [Ny — Ny| {nc} 1 -
> ~+—(N; —N,) + n; 5x1(
BC pv —_ 2 ( d a) l
ne = Ng — Ng =
c
< <
- 77077 770m- TT07éyg Na > Nq D, = niz
Ng > Ng n; < |Ng — N| Y Ny — N, :
T > O . 5 -5x1(
&y °-- "0 &g {gd — U P kBT [ ni
n. ~ ———
u—¢eq > kgT " N.—N
BV ¢ g Na > Nd 1 a d -1x1¢ .
Py =~ Na _ Nd




Transistor y pozos cuanticos

Transistor de efecto de campo (MOSFET) Pozos cuanticos

Se utiliza principalmente como interruptor o amplificador.
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Al aumentar V. por encima de V,,,,,5rq1, S€a Crea un canal

de conduccion, cuyo tamafo (y resistencia) depende de V.

GaAs y AlAs son semiconductores de gap
directo con ES*4S = 1.4 eV'y EMNAS = 2.7 eV.

Aleaciones Al,Ga,_,As tienen E; intermedios.

—» Heteroestructuras de Al,Ga,_, As/GaAs/Al,Ga,_ As
pueden formar pozos cuanticos.

GaAs

>
Utilizando Al,Ga,_, As tipo n(p), e (h*) “caen”
al pozo creando un gas bidimensional de e*(h*).
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